Alessandro ROSSO
IV ELN
TDP – Tecnologia



TPD TECNOLOGIA

I transistor sono classificati in base ad alcune caratteristiche:
· Tipo di conduzione (unipolari, bipolari);

· Processo tecnologico di formazione (a lega,a diffusione planare, planare-epitassiale);

· Tipo di applicazione che si adatta alle loro caratteristiche (di segnale, di potenza, per alte frequenze…)
Le caratteristiche elettriche sono:

· IBmax: corrente di base massima

· ICmax corrente di collettore massima

· VCE0: tensione collettore emettitore massima

· VCB0: tensione collettore base massima

· VCEsat: tensione di collettore emettitore di saturazione

· PD: potenza dissipata

· hFE: guadagno in corrente statico;

· b e hfe: guadagno di corrente dinamico

· fT: frequenza di taglio

· Rthja: resistenza termica giunzione ambiente [°C/W]

· Rthjc: resistenza termica giunzione contenitore [°C/W]

· Tjmax: temperatura massima di lavoro della giunzione [°C]

La frequenza di taglio fT e il prodotto del guadagno per la larghezza di banda consento di valutare il comportamento in frequenza del transistor. Il valore della frequenza di taglio è influenzato dal valore della corrente collettore; tale dipendenza viene descritta per mezzo di una curva caratteristica.
Il transistor viene rappresentato graficamente come un dispositivo a tre terminali con una freccia posta sul terminale di emettitore che indica il verso della corrente. La sigla commerciale viene stampigliata sul contenitore. I contenitori dei transistors sono di materiali plastici oppure metallici. I contenitori sono contraddistinti dalla siglaTO seguita da un numero di serie composto da 1, 2, 3 cifre. I transistor più utilizzati sono quelli NPN. In base al campo utilizzato si suddividono in:
· General propose: prestazioni adatte ad un largo spettro di applicazioni;

· Low level amplifiers transistors: amplificano segnali molto piccoli;
· High level amplifier transistors: operano con tensioni elevate e bassi valori di corrente di collettore;

· Switching transistors: funzionano in commutazione hanno tempi di commutazione inversa dell’ordine dei 10ns;

· RF transistors: alto valore della frequenza di transizione fT vi si trovano negli amplificatori e nei mixer;
· Low frequency power transistors.

I transistors trovano applicazioni come:
· Amplificatore per il trattamento dei segnali

· Componente di base nei circuiti integrati

· Elemento di commutazione nell’elettronica di potenza.

I transistor di potenza sono compresi in un range di potenza superiore di 1W, nel progetto o nell’utilizzo di tali transistor è necessario definire esattamente le condizioni di lavoro e verificare che il punto di lavoro non superi il valore limite. Questi valori, riportati sulla caratteristica di uscita del transistor determinato sicuro funzionamento o di sicurezza (SOA).
Nei transistor bipolari polarizzati inversamente può verificarsi l’effetto detto di breakdown secondario, che avviene quando un transistor rimane sottoposto alla tensione di breakdown per un tempo superiore ad un valore critico.
approfondimento

tecniche di fabbricazione

transistor planari

viene realizzato diffondendo due giunzioni di un substrato di tipo P; per definire le aree della giunzione e quelle dei contatti metallici si impiegano tecniche di mascheramento con ossido. Le aree dei dispositivi realizzati con tale metodo hanno un area da qualche k a qualche M di micron quadrati a pochi micron.

Effetti della carica superficiale

In un transistor bipolare la carica superficiale modifica la forma della regione di svuotamento nei presi della superficie e alternandone le caratteristiche geometriche. Si ha quindi un aumento della ICB0 e modifiche della corrente di base e del guadagno statico di corrente.

Anello di protezione
L’estensione della carica superficiale può essere ridotta realizzando attorno alla giunzione di collettore, con materiale fortemente drogato, un anello di protezione che limiti l’estensione nella regione di base.

Transistor di potenza

I transistors di potenza sono realizzati con varie tecnologie che sfruttano i processi di fabbricazione di diffusione planare-epitassiale e la struttura a mesa.

Figura

Geometrie costruttive
Uno dei problemi tecnici che devono essere affondati nella realizzazione dei dispositi di potenza riguarda la dissipazione di calore, per ovviare a ciò si adottano particolari accorgimenti:
· Interdigitale

· A emettitore multiplo

· A sovrapposizione degli elementi o matrice

· A pera
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